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１．概要（Summary） 

IGZO はインジウム(In)，ガリウム(Ga)および亜鉛(Zn)
の酸化物から成る透明性半導体である。スマートフォン等

の液晶画面に利用され、スパッタリングという工程により製

品表面に薄膜を形成して付けられる。当課題は、粉末合

成法（微細粒粉末を作製できる方法）および加圧通電焼

結法（微細結晶粒の高密度な焼結体を作製できる方法。

以下「SPS法」）から成るプロセスにより、IGZO用ターゲッ

ト材を作製するものである。このため作製したターゲット材

をスパッタリング実験に供して評価することが必要であり、

小径のターゲット材を作製し実験を行うのが望ましい。北

海道大学にはターゲット径φ50.8mm のものが使用可能

な装置があり、当課題に最適である。そこで、IGZO 用ス

パッタリングターゲット材の開発および評価のため、同大

学の設備を利用して実験を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

半導体薄膜堆積装置(PAC-LMBE) 
【実験方法】 
装置の利用に先立ち、試料となるターゲットを 3 種類用

意した。合成した粉末を SPS 法で焼結してターゲット材と

したもの(以下「試料 A」)と、市販の IGZO 粉末を SPS 法

により焼結したもの(以下「試料 B」)とを製作し（それぞれイ

ンジウムでバッキングプレートにボンディングした）、また比

較のため既製のターゲット(以下「試料 C」)を購入した。 
当該装置を利用した実験では、まず試料 C により成膜

レートを測定した。膜厚が100nmとなる時間（35 分 51 秒）

を算出し、以降は全てこの時間で、試料 A，B または C を

ターゲットとして、それぞれ、石英板，ガラス板およびシリ

コンウエハ上に成膜した。 
装置利用後は、薄膜の表面および断面を走査型電子

顕微鏡(SEM)により観察し、また、蛍光 X 線装置(XRF)

による元素分析を行うことにより薄膜の評価をし、試料 A，

B および C の比較を行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
石英円板に形成された薄膜の外観は、試料 A によるも

のは金属色を含むが透明、B および C によるものはほぼ

透明である（Fig. 1）。また XRF の結果、金属元素の量を

比較すると、試料 A によるものは B および C によるものよ

りも、In の割合が多く検出された。実験前の時点で試料

Aはターゲット材に割れが生じていたため、露出した Inも

薄膜に含まれたためと考える。なお、ガラス板に形成した

薄膜を SEM により観察した結果、B および C によるもの

はほぼ同じ膜厚であったことを確かめた。 

 
Fig. 1 film on quartz glass. 
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